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BFQ 41

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor

Silicon NPN epitaxial planar transistor

Anwendung: UHF-Senderverstirker (B- oder C-Betrieb) f= 470 MHz

Application: UHF power amplifier (Class B- or C-operation)

Upp =138 [}

Vorlaufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
£ i gs3s 897
; 8-32 UNC 2A ;
18x45° —1 i
| . & t
84—+ —Cf — 37 57 31516
7—{ 249
575 f f
Iy f r~
‘ 45°
—— 15
E e '
013
249 le g —la2bel
le— 12— 52 le

Schraubstutzen isoliert
" Isolated stud

Zubehor siehe Seite 33
Accessories see page 33

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung UcBo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UcEO
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso
Kollektorstrom Ic
Kollektorspitzenstrom

f>2MHz lcm
Gesamtverlustleistung

tcase = 50°C Ptot
Sperrschichttemperatur tj
Lagerungstemperatur tstg
Anzugsdrehmoment Ma

AEG-TELEFUNKEN

B 2.2.0673

3/8" Schraubstutzen-
Stripline-Gehause

SOT 48

Gewicht - Weight

max. 2,59

50 \

25 \Y

4 Vv

0,35 A

1 A

4 w

200 °C
-55..+200 °C
0,8+ 0,05 Nm

(80,5 cmkp)
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BFQ 41

f Tanez T

- Erlaubter Arbeitsbereich

]

tcase §80°C

f>2MHz I

fS2MHz 'y

-

—
-
-
b=

(o3 ] \

ol

E = 0.2mWs

Ugg = 15V
Rgg =100

N

0,01
1 10v

Uce—

Min.
Warmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehause Rihdc
Statische KenngréBen - DC characteristics
Gehausetemperatur togq0 = 26°C
Kollektor-Reststrom
Ucg =18V, Ig =0 IcEO
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Ic=05mA g =0 Uceo®) 50
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
=0 Uceosus ) 25
Emitter-Basis-Sperrspannung
lg = 1mA, IC =0 Ueso 4
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ic =035A,Ig =01A UcEsat ") ?
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uce =5V,Ic =005A hpe*) ?) 20

* tp tp
)AQL=065% 1)F =01 1tp=10ms 2)F =001 tp = 0.3ms
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Typ. Max.
35 °C/W
03 mA
Y
\"
Vv
15 Vv
200




BFQ 41

Min. Typ. Max.
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Gehéusetemperatur teg5¢ = 25°C

Transitfrequenz
Uog =5V, f = 100MHz fTmax 1000 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucg =25V, f = 1 MHz CcBO 6 pF
Ausgangsleistung
Ucg = 12V, f = 470 MHz, Pq 1) 0,35 w
P; = 0,05W
Generator-lmpedanz: Zg = (4,5-j1)Q
Last-Leitwert: YL = (4-j15) mS
Kollektor-Wirkungsgrad
Uge = 12V, f = 470 MHz 1) 40 %
Pq =035W
Ausgangsleistung
Ucg = 138V, f = 470 MHz Pq 1) 0,45 w
P; = 0,05W

Bei Fehlanpassung des Ausgangs (Blindlast) mit s £ 50, Ucg = 12V, P; = 0,05 W und
f = 470 MHz tritt eine Schadigung des Transistors nicht ein, vorausgesetzt tj < 200°C.

By mismatching the output (reactive load) with: s < 50, Ugg = 12V, P; = 0,05 W,
f = 470 MHz there is no damage to the transistor, provided 4 < 200°C.

Ly = 3 Wdg/#8Cul
Lo = 5 Wdgl¢4 Cuag
L3 =3 Wdg/@8Cul
Lg = Ferritdrossel
Rg=RL= 510

s MeBschaltung fiir: Pq")c"
+  Ug - f=470 MHz

731147 Tfk

1) siehe MeBschaltung

AEG-TELEFUNKEN
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@ BFR 12

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor fiir VHF-UHF-Frequenz-
vervielfacher und -Verstarker.

Silicon NPN-epitaxialplanar transistor for VHF- and UHF-multipliers
and amplifiers.

Vorldufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions
*AaBe in mm

254

Normgehéuse
DIN 18 A3
JEDEC TO 18
Gewicht - Weight
Kollektor mit Gehause verbunden max. 0,59
Collector is connected to case
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung UcBo 55 \Y
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 30 \"
Emitter-Basis-Sperrspannung UeBo 3,5 v
‘“ollektorstrom Ic 0,3 A
- aesamtverlustleistung
tcase < 50°C, Uce 10V PtOt 1 w
Sperrschichttemperatur tj 200 °C
Lagerungstemperatur tstg —55...+200 °C

AEG-TELEFUNKEN
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BFR 12

Min. Typ. Max.
Warmewiderstande - Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung RihJA 500 °C/W
Sperrschicht-Gehéuse RihJC 150 °C/W

Statische KenngroBen - DC characteristics
Gehéusetemperatur toyq0 = 25°C
Kollektorreststrom

Ucg = 28V ICEO*) 20 uA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung -

Ic = 100pA U(BR)CBO') 55 \'
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic =5mA U(BR)CEO*) 30 \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Ig = 100pA UBrEBO™) 35 v
Kollektor-Sattigungsspannung

Ic = 100mA, Ig = 20mA UcEsat? 1 \'
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Ucg = 15V, Igc = 80mA hpg ) 10

Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Gehausetemperatur t,55¢ = 25°C
Transitfrequenz

Ucg = 5V, Ic = 25mA, f = 100 MHz fr 480 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ucg = 30V, f = 0,5MHz CcroO 31 pF
Ausgangsleistung

Ucg =28V, P = 10mW, f =400MHz P ?) 60 mW
Koliektor-Wirkungsgrad \_

Ucg = 28V, Pq = 60mW, f = 400MHz 12 11 %

Ausgangsleistung

Ucg = 15V, P = 6 mW,

f; = 86 MHz, fq = 172 MHz Pq 2) 60 mwW
Kollektor-Wirkungsgrad

Ucg = 15V, Pq = 60mV

fj = 86 MHz, fq = 172 MHz e 2) 13 %

1,
*)AQL=065% 1) T" =001 tp=03ms 2)siehe MeBschaltung

AEG-TELEFUNKEN
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BFR 12

Rg

Cyo45=3.--25pF
C3= 7...15pF
Lyg= CuAg-Steg 50x2x5mm3
L245=15Wdg/$4Cuag #03
1®0 R L3 =1Wdg/Ferritperle
Cs RG=R_=500

Ca

+

73487Tfk Us MeBschaltung fiir: Pg,nc;
f=400MHz

C1'2=44..60pF
C3 =3...13pF
t2 Cq4 =4...30pF
25 Ly =65nH
L, =143nH

Ca "I L, =80nH

£ 25|39 L Ry L =2pH
n 3 -
l nF Ty 3

Rg=R =500N

R - - - ’_—l —*

alt fiir: Py, n;
731052 Ttk MeBschaltung o e

Verdopplerschaltung
;= 86 MHz, fq= 172 MHz

AEG-TELEFUNKEN
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72109 -~ & v "0 v it0 0t >t 1t fr2oe
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AEG-TELEFUNKEN

50



A\
<@> BFR 34 A

Silizium-NPN-Planar-HF-Transistor
Silicon-NPN-Planar-HF-Transistor

Anwendungen: Hochfrequenzverstirker bis in den GHz-Bereich, insbesondere fiir Breitband-
Antennen-Verstérker

Applications:  RF amplifier up to GHz range specially for wide band antenna amplifier

Besondere Merkmale: Features:
® Hohe Leistungsverstéarkung @ High power gain
@ Kleine Rauschzahi ® Low noise figure
® Hohe Grenzfrequenz @ High transition frequency

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kunststoffgehduse
Plastic case

~ 50 B 3 DIN 41867
=~ JEDEC TO 50
Gewicht - Weight
o303 e 22 02 max. 0,25 g

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo 20 \
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 12 \
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 2 \
Emitter-base voltage
Kollektorstrom Ic 25 mA
Collector current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

tamb =60°C Rtoﬁ 180 mwW
Sperrschichttemperatur Ji 150 °C

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich Istg -65 ... +150 °C
Storage temperature range

$8.2.737/0180A 1



BFR34 A

Glasfaser — Leiterplatte

Fig- 1 Glass fiber board
Wiérmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung Fig. 1

Junction ambient

befestigt auf Glasfaser-Leiterplatte
mounted on a glass fiber board
30x 30x 1,5mm Rinia

Statische KenngroBen
DC characteristics

4= 25 °C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

UCB =10V ICBO
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage

Ic=10uA UsricBO
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage 1

fc=2mA UeRyceo)
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

E=10pA UsRr)EBO
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

DC forward current transfer ratio

t

" —p-0,01.z =0,3ms
T P

Min. Typ. Max.

500

20

25 50

nA



BFR34 A

Dynamische KenngréBen Min. Typ. Max.
AC characteristics

-

tamb = 25 °C

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ugg = 10V, Ic = 14 mA, f= 500 MHz A 5 GHz

Riickwirkungskapazitét
Feedback capacitance

Ucp=10V,Io=2mA, f=1MHz G

lire 0,4 pF

Kollektor-Basis-Kapazitét
Collector-base capacitance

Emitter-Basis-Kapazitét
Emitter-base capacitance
Ugg=05V, f=1MHz Cego 08 pF

Rauschma8
Noise figure

Ucg=10V,Ic=2mA Rg -RGopt
f= 500 MHz R 19 32 dB

Leistungsverstdrkung
Power gain
Ucg= 10V, I = 14 mA,

f=500 MHz ‘ pr 19,5 dB
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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir VHF-UHF-Endstufen,
Oszillatoren und Treiberstufen bei niedriger Betriebsspannung.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for VHF/UHF power stages,
oscillators and driver stages for low supply voltage.

Vorlaufige technische Daten - Tentative data

A. ...essungen - Dimensions
MaBe in mm

Normgehéuse

DIN5C3

, JEDEC TO 39

Kollektor mit Gehause verbunden Gewicht - Weight

Collector is connected to case max.1,5g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 36 \Y
ollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 18 \Y
“Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 3,5 \Y
Kollektorstrom Ic 0,4 A
Gesamtverlustieistung Ptot 2,75 w
tcase é 75° C

Sperrschichttemperatur tj 200 °C
Lagerungstemperatur tstg -65..+200 °C

AEG-TELEFUNKEN
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BFS 50

Waéarmewiderstand - Thermal resistance

Sperrschicht-Gehause Rthac

-

Statische KenngréBen - DC characteristics

Min.
Kollektorreststrom Iceo™)
Uce = 12V
KoIIektor-Basis-Durchbruchspannung UgRr)ceo*) 36
lc = 0,1 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Uerceo®) 18
Ilc = 10 mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Uisrieso®) 3,5
le=01mA
Kollektor-Sattigungsspannung Ucesat?)
lc = 100 mA, Ig = 20 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis heg1) 10
Uce =5V, Ic =120 mA
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Gehausetemperatur teage = 25°C
Min.
Fransit-Frequenz frmax?) 600
Ucs = 5V, f =100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat Ccao
Ucs =12 V,lge = O mA, f = 0,5 MHz
HF-Ausgangsleistung in nicht- Pg3) 1
neutralisierter Verstarkerstufe
Ucs = 12V, Pi = 0,25 W, Rg = 50Q
f = 400 MHz
Wirkungsgrad 7¢3) 45
Ucs = 12V, Pq=1W,Rg = 50Q
f = 400 MHz

Gehausetemperatur tease = 25°C

*) AQL = 0,65%

1) impulsmaBig gemessen t—TB =001 tp=05ms
2) Maximalwert der Funktion T = f(ic)

AEG-TELEFUNKEN

3) siehe MeBschaltung

< 45 °C/W

Typ. Max.
20 pA

Typ. Max.
MHz

45 pF

%

52



BFS 50

Ly 01245=3...25pF
Cyq ’ 'C'
3=7... 15pF
= - 3
Cq Ly Le L1_6-CuA9 Steg 50%x2*5mm
Ly Logas5=15Wdg/# 4Cuag #03
Rg c L3 [|sen c. s [ Ry L3 = 1Wdg/Ferritperie
2 3 Cs RG=R_ =500
L _L1nF -T-ItonF
- v +
734877tk S MeBschaltung fiir: Pq-')c3
f=400MHz
T 73154 TH T 73153 T
f P
T
q A
10
w
A
Y
uUcg®12v
#2400MHz
- / teasex25°C
1000
MHz /
NN _ /
800 Ucg=5V 05
1=100MHz
600 tease=25°C N ]
40
200
(o] 100 200 300 OmA (4] 100 200mwW
lc—

P. —>
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<@> BFS 51 (40280)

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir VHF-Endstufen,
Oszillatoren und Treiberstufen mit niedriger Betriebsspannung.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for VHF power stages, with low
supply voltage.

Vorldufige technische Daten - Tentative data

r..messungen * Dimensions
MaBe in mm

Normgehéuse
DIN5C3
. JEDEC TO 39
Kollektor mit Gehause verbunden Gewicht - Weight
Collector is connected to case max. 1,5 g
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 40 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 20 \"
~  Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 4,0 Vv
Kollektorstrom Ic 0,75 A
Gesamtverlustleistung Ptot 5 W
tease = 75° C
Sperrschichttemperatur i 200 °C
Lagerungstemperatur tstg —-65...+200 °C

AEG-TELEFUNKEN
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BFS 51 (40280)

Wiérmewiderstand - Thermal resistance

Sperrschicht-Gehause Rthac

Statische Kenngrcthen * DC characteristics

Min.
Kollektorreststrom lceo®)
Uce =15V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung U@r)ceo®) 40
lc = 0,25 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung U@Rr)ceo®)?) 20
lc = 100 mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung UBryeBo*) 4
le=0,1mA
Kollektor-Sattigungsspannung Ucesatt)
Ic = 250 mA, Ig = 50 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis hegt) 15
Uce =15V, Ic =05 A
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Gehausetemperatur t,ee = 25°C
Min.
Transit-Frequenz frmax2) 450
Ueg =5V, f= 100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat CcBo
Ucs = 12V, lg =0mA,f = 0,5 MHz
HF-Ausgangsleistung in nicht-
neutralisierter Verstarkerstufe Pg3) 0,9
Uce = 12V,Pi = 125mW, Rg = 50Q,
f=175MHz
Wirkungsgrad N¢3) 60
Uce = 12V, P; = 0,9 W, Rg = 50Q,
f=175MHz

Gehausetemperatur teage = 25°C

*) AQL = 0,65%

1) impulsmé&Big gemessen EJTQ =001 tp —05ms
2) Maximalwert der Funktions fT = f (IC)
3) siehe MeBschaltung

IIA

25 °C/W

Typ. Max.
100 pA

Typ. Max.
MHz

15 pF

%

56
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BFS 51 (40280)

Cy...5=10...40pF

Ly =3Wdgl@7CuAgp1
Lo  =Ferritperie

L3 =2Wdgl¢5Cung@t
Lsg =4Wdg/$10CuAg@

Ra R RG=R =500
T t_“_J
O Us Q 10nF
73488Tfk MeBschaltung fiir: e]"’c"
f=175 MHz
T 73158 Ttk T 731585 T
fr Pq
tcase®25°C
8 4
MHz w
Ucg=135V
60 3 7] nlw
™~ /
Ucg =5V 7 / v
/ o250 AL
4 case 2t
° I N A
N )%
20
(o] 02 o4 06 OBA 0 02 oA 06 osw
Ic— Pi —
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BFS 62

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor
Silicon NPN Epitaxial Planar RF Transistor

Anwendungen: Allgemein bis in den VHF-Bereich
Applications: General up to the VHF range

Besondere Merkmale: Features:
@ Kleine Riickwirkungskapagzitit ® Small feedback capacitance
@ RauschmaB < 4 dB @ Noise figure < 4 dB

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

s213 2,54 857 20,5

AnschluB ,S*

mit Geh&duse verbunden
Terminal “S*“

connected with case

Normgehause
Case

18 A4 DIN 41876

JEDEC TO 72
Gewicht - Weight
max. 0,5 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 40 \
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 25 \
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 4 \
Emitter-base voltage
Kollektorstrom Ic 25 mA
Collector current
Basisstrom Ig 2 mA
Base current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb =<45°C PtOt 200 mwW
lcase = 45°C, Rypyc =500 K/W Piot 260 mw
Sperrschichttemperatur Y 175 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg -65... +175 °C

Storage temperature range

B 2/V.2.516/0875A2



BFS 62

Wiarmewiderstinde
Thermal resistances

-

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Sperrschicht-Gehause
Junction case

mit Kiihifahne

with cooling fin

Statische KenngréBen

DC

characteristics

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current
UCB =20V
UCB =20V, ’amb = 150°C

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage

Ic =10 pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

IC =2mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

Ig = 10 pA
Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage

UCE = 10\/, IC =7 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio

UCE= 10V,IC = 7mA

UCE= 2V,IC=20mA

Dynamische KenngroBen
AC characteristics

S

famb = 25°C

Transitfrequenz
Gain bandwidth product

Ucg =10V, I =5mA, f =100 MHz
Riickwirkungskapazitat
Feedback capacitance

Ucp =10V, Ic = 1mA, f =100 MHz
RauschmaB
Noise figure

Ucg =10V, Ic = 2mA, f = 200 MHz

Rihaa

Ringc

Icgo?)
Icgo™

Usryceo™ 40
Ugryceo ™" 25

UsrEBO™M 4

Uge"

hee*)") 35
hFE b} 15
fr 580
Ciire

F

I
*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%, ') % =001,7,=03ms

Typ. Max.

650

500

100
20

90

0,33

nA
pA

mvV

MHz

pF

dB



BFS 62

Vierpol KenngroBen Min.

Two port characteristics
tamb =25°C

Emitterschaltung
Common emitter configuration

Ucg = 10V, Ic = 5mA, f =200 MHz

KurzschluB-Vorwirtssteilheit J Yte I 74
Short circuit forward transfer admittance

Kollektorstrom fiir:

I 6,4
Collector current for: |y fe ‘ max. c

Typ.

Max.

mS

mA



